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8. Un procédé selon f'une quelconque des reven- 30
dications précédentes, dans lequel le motif qui
est formé dans la couche de plot de fenétre
est tel que cette couche comprenne des par-
ties (53) qui interconnectent des régions de
source et de drain d'au mains deux transistors. 35

9. Un procédé selon la revendication 8, dans

lequel une ou plusieurs des parties précitées

\/ de la couche de plot de fendtre croisent la
structure de grille d'au moins un fransistor. 40

10. Un procédé selon la revendication 8 ou la
revendication 9, dans lequel le nombre total
des fendtres est inférieur au nombre total des
régions de source et de drain. 45
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